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近年、SiCや GaN の 3.4 eV よりも大きいバンドギャップを有する超ワイドバンドギャップ(Ultra 

Wide-Bandgap, UWBG)半導体材料の一つである、コランダム構造酸化ガリウム(α-Ga2O3)がパワー

デバイスや深紫外発光デバイスの材料として注目を集めている[1]。α-Ga2O3は同じコランダム構

造を有する sapphire(α-Al2O3)基板上に作製可能であり、またα-Al2O3やα-In2O3との混晶により、

3.4~9.0 eVのバンドギャップ変調が可能である。しかし、α-Al2O3上に作製したα-Ga2O3は移動度

がμHall≦ 24 cm2/V・sと低いことが問題である[2]。低移動度の原因としてα-Ga2O3薄膜中に多く

存在する転位による電子散乱が考えられる。本研究では、α-Ga2O3 を用いたデバイス応用に向け

て、α-Ga2O3 薄膜中の転位密度の低減および電気特性の改善を目的に α-(AlxGa1-x)2O3 傾斜バッフ

ァ層を導入した α-Ga2O3薄膜の作製を行った。 

   図 1 に入射方向<112
_

0>からみた作製した試料の断面 TEM 像を示す。バッファ層としてα- 

(Al0.9Ga0.1)2O3/α-(Al0.2Ga0.8)2O3の膜厚比を変化させた超格子を作製することにより、バッファ層中

のα-(AlxGa1-x)2O3の Al組成比の平均を徐々に変化させた疑似傾斜バッファ層を作製した。図 1よ

り超格子内に歪みが集中し、バッファ層からα-Ga2O3 薄膜にかけて転位が減少していることが分

かる。このバッファ層を導入することによりα-Ga2O3薄膜中のらせん転位密度は 3×108 cm-2、刃

状転位密度が 6×108 cm-2 と全体の転位密度を一桁以上低減させることに成功した。しかし、α

-Al2O3上に直接作製したα-Ga2O3はらせん転位密度が 107 cm-2以下[3]であったのに対し、らせん

転位密度が増加している。α-Al2O3 上に直接作製したα-Ga2O3 は完全に格子緩和していたのに対

し、図 2に示すようにバッファ層を導入したα-Ga2O3は一つ下のα-(Al0.2Ga0.8)2O3から応力を受け

歪んでいるためにらせん転位が増加したと考えられる。 
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_

0>から見た α-Ga2O3/α-(AlxGa1-x)2O3    

buffer layers/sapphireの断面 TEM像 

 

図 2 作製した α-Ga2O3(112
_

9)への逆格子マッピング測定 

(✖ : sapphire及び α-Ga2O3(112
_

9)の理論値) 
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